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１．概要（Summary） 

ICPエッチングは DTMOSFETのトレンチ構造形成な

どに必要とされる半導体プロセスの一つである。ICP エッ

チングを繰り返すと電気的特性が劣化するためダメージ

フリーな ICPエッチング技術の向上を目的として、角度分

解光電子分光法(AR-XPS)を用いてエッチングダメージ

を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

エックス線光電子分光分析装置(XPS) 

【実験方法】 

MPCVD装置を用いて導電性ダイヤモンド(001)上にp

型ダイヤモンド層を 3 µm成長させた後、基板の半分をマ

スクで保護して、soft-ICP エッチングで処理を施した。

soft-ICP エッチングは従来より用いているＩＣＰエッチング

を改良した技術でエッチングダメージは軽減されると報告

されている[1]。 

soft-ICPエッチング後にマスクを外し、soft-ICPエッチ

ング領域と非処理領域の表面状態を AR-XPS で評価し

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 XPS スペクトル(C 1s)を Fig. 1 に示す。検出角度は  

20º～89ºで、光電子検出深さに直すと 13.1～38.3 Åに

相当する。 

Fig. 1 において、矢印で示したサブピークが表面では

強度が強く(13.1 Å)、バルクでは強度が弱い(38.3 Å)

ことから、soft-ICP エッチングによるダメージは表面近傍

に存在しているものといえる。 

 

Fig. 1 XPS spectrum measured by AR-XPS. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・参考文献：[1] Y. Kato et al., Phys Status Solidi (A) 

214, 11 (2017). 
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演会, 平成 31年 3月 9日．「角度分解硬X線光電子
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